Elektronikai technolégia Il. laboratérium Ellen6rz6 kérdések

Vékonyréteg aramkorok rétegfelviteli és dbrakialakitasi technolégiaja

1. Mi a vékonyréteg?
Vakuumeljarassal (parologtatas vagy porlasztas) altalaban lveg, szilicium, keramia, fém vagy akar
m(ianyag hordozdra felvitt, tipikusan 5-3000 nm vastagsagu réteg.

A technoldgia jellegli meghatarozas mellett elfogadott az a megkdzelités, mely szerint azon rétegeket
nevezzik vékonyrétegnek, amelynek valamilyen tulajdonsaga (pl. optikai, elektromos, mechanikai)
pont a réteg vékonysaga miatt tér el.

2. Sorolja fel a vékonyrétegek jellemz6 alkalmazasi teriileteit!

= Hibrid vékonyréteg IC-ben vezeték-, ellendllas és dielektrikumréteg - nagy elény, hogy az igy
el6allitott passziv elemek minden tulajdonsaga azonos = precizids mérGaramkorok

= Diszkrét ellenallasok tomeggydrtasanal ellendllasréteg, kondenzatoroknal fegyverzetréteg

= Monolit IC-k (szilicium IC) gyartasakor a szeletek fémezése

=  Kijelz6kben atlatszé fémezés (LCD, plazma, CRT és egyéb kijelz6 tipusok)

=  Optikai rétegekként: a rétegvastagsag ~ fény hulldmhossz - interferencia = tiikrozé, sz(ir6,
anti-reflexios rétegek

= Dekorativ és kopdsallé véd6bevonat

3. Mi a vakuum szerepe a vékonyréteg technolégia soran?
A nyomas csokkenésével a térfogategységre esé részecskék szdma csokken -

1. Atlagos szabad Uthossz né > a parologtatas soran a forras-hordoz6 tavolsagot ennél legaldbb
egy nagysagrenddel kisebbre valasztva a g6zatomok (itkozés nélkiil, egyenes vonalu
mozgassal jutnak el a forrasbdl a hordozéra.

2. Az éplild réteg tisztasdga novekszik.
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4. Vazolja fel egy vakuumpdrologtato berendezés felépitését, ismertesse f6bb elemeit!

Vakuumpadrologtaté berendezés: Egy elterjedten hasznalt vakuumpérologtatd berendezés
felépitése az 1. abran lathatd. Els6 1épésben az elévakuumszivatty a megkeriil szelepen keresztiil
~1 Pa nyomasra szivja a vakuumteret. Ezutan a megkeriil6 szelepet lezarjak és a rotacios szivattyut
az elévakuum szelepen keresztil a diffizids szivattyura kapcsoljak, amely a tanyér alaka
nagyvakuum szelepen keresztiil nagyvakuumot (10°-107 Pa) létesit a recipiensben. Az olaj
bejutdsat a parologtatdé munkaterébe a hiitott olajcsapda neheziti, melynek hideg lemezeihez
iitkozve az olajgézmolekuldk kondenzalddnak. Még a leggondosabb konstrukcioju és hiitésii
olajcsapdak sem képesek maradéktalanul meggatolni az olaj bejutasat a vakuumtérbe, igy magasabb
tisztasagi kdvetelmények esetén olaj nélkiil miik6dé Gn. turbomolekularis szivattyikat alkalmaznak.
A hordozokat az egyenletes rétegvastagsag kialakitdsa érdekében forgathaté tartén (karusszel)
helyezik el. A vakuumteret hatarolo bura, az alaplap, az arambevezetdk és az elektronsugaras forras
iiregesek és a tulmelegedés megakaddlyozasa érdekében aramlé vizzel hiitottek. A parologtatés el6tt
a hordozékat a felileten megtapadt gazoktdl kis nyomason létrehozott nagyfesziiltségii
gazkisiiléssel (lonbombézas, glimmelés) lehet megtisztitani. A gazkisiilésben keletkezd ionok nagy
sebességgel a hordozéba és a vakuumtérben 1évé egyéb alkatrészekbe iitkozve a feliileten
adszorbedlt részecskéket eltavolitjak.
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1. dbra. Vakuumparologtaté berendezés felépitése
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5. Vazolja fel az elektronsugaras parologtaté forras szerkezetét, ismertesse miikédését!

Elektronsugaras parologtatis: a felviendd réteganyag gozfazisba hozasa tobbféleképpen
torténhet, a kovetkezokben az elektronsugaras parologtatas rovid bemutatasa kovetkezik. Az
elektronsugaras pérologtaté forras véazlatos felépitése a 2. abran lathat6. Az altaldban wolframbol
késziilt katodspiralt kisfesziiltségli valtakozo arammal felhevitik majd nagy negativ (pl. -7 kV)
fesziiltséget is rakapcsolnak. Az izzitas kovetkeztében megnovekedett energidji elektronok a nagy
negativ fesziiltség hatasara kilépnek a katodbol és a foldelt anodlemez felé gyorsulnak. A katoddal
azonos potencialon 1év6 arnyékolé lemezek biztositjak, hogy az elektronsugar az anddlemezen 1év6
furat kdzepén haladjon keresztiil. Az eltérité elektromagnes hatasara az elektronok eltériilnek és a
parologtatand6 anyagba csapodva azt mozgasi energidjukkal melegitik. A tégely felmelegedését a
vizhiités akadalyozza. A katddspirdl hémérsékletének, azaz a fiitbaramnak a szabalyozasaval az
emittalt elektronok szama, igy a parolgasi sebesség valtoztathatd. Az elektronsugar 180°-o0s
eltéritésével a katddspiral élettartamat novelik. A parolgd anyag felett keletkezd pozitiv toltési
ionok a nagy negativ fesziiltségre kapcsolt katod felé a mégneses tér jelenléte miatt kérpélyén
gyorsulnak, de az elektronoknal 5 nagysagrenddel nagyobb tomegiik miatt palyajuk sugara azokénal
nagyobb, igy tébbségiik nem a katédspiralba, hanem a munkatér mas elemeibe csapodik.
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2. dbra. Elektronsugaras gézforras felépitése
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6. Ismertesse a vékonyréteg mintazatkialakitasi folyamatokat (fém maszk, fotolitografia)!

Direkt fémmaszk: a vékony (100-150 um) fémlemezbdl készitett direkt fémmaszkon kialakitott
nyildsokon keresztiil parologtatva a réteg és a mintdzat egyazon technologiai 1épésben keriil
kialakitasra. A modszer jellegébdl adédéan nem alkalmas bonyolult, Osszetett mintazatok
kialakitdsdra. ~Altaldban kontaktusfeliiletek, illetve egyszeriibb geometridjti ellenallasok
pérologtathatok.

Fotolitografia: a rétegfelvitelt kovetden fotolitografia segitségével a nyomtatott huzalozasu
lemezek technolégiajahoz hasonléan alakithatoé ki a mintazat. Az NYHL technolégiatél jelentds
eltérés, hogy vékonyrétegeknél nincs furatfémezés, azonban a kiilonb6zo rétegek (huzalozas,
ellendllas, dielektrikum) miatt sokszor szelektiv maratas alkalmazasa sziikséges. A technoldgia
lényege, hogy a teljes feliiletre felvitt réteg anyag(oka)t szubtraktiv modon maratassal tavolitjuk el a
nem kivant helyekrdl, ezzel alakitva ki a kivant mintazatot. A fotolitografia és a szelektiv maratas
folyamata az alabbi abrakon végigkovethetd.

1. Kontakiusok
parologtatasa
féemmaszkon
keresztiil: az
elbzetesen
felparologtatott
ellenallasrétegre
egy fém maszk
nyilasain keresztiil
parologtatva a
vezetd anyagot egy
lépésben kialakul a
vezetd réteg és
annak mintazata is.
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2. Fotoreziszt
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3. Eléhivas: a
pozitiv miikédésd
fotoreziszt a
megvilagitott
helyeken oldhatéva
valt.
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4. Maratas: az
ellenallasrétegek
lemarasa a
fotoreziszt altal nem
védett helyekrdl.
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5. Fotoreziszt
leoldasa:
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3. abra. Kontaktusréteg felvitele fém maszkon keresztiil és a fotolitografia folyamata



